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内 容 简 介

本书的主要目的是使读者掌握电子信息工程专业英语术语及用法，培养和提高读者阅读和翻译专业英

语文献资料的能力。本书由１０个主题单元组成，涵盖电子信息领域的主要技术分支，主要内容包括电子器

件、电子电路、电子系统组件、电子系统、现代数字设计、数字信号处理、语音和音频、图像和视频、嵌入式应用、

电子仪器与测量等内容。每个主题单元由３篇课文、３篇阅读材料、课文词汇、课文注释和练习组成。为了方

便教学，书后还附有课文参考译文、练习参考答案及缩略语表。

本书可作为电子信息工程专业的专业英语教材，也可供从事相关专业的工程技术人员参考使用。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。
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前　　言

电子信息工程是当今国际国内发展最为迅速、技术更新最为活跃的工程领域之一。为了
应对国际化竞争，学生在学习阶段就应打下坚实的基础。而专业英语的阅读和写作能力就是
电子信息工程专业毕业生所应具备的一项重要能力。

　　本书以提高学生英语阅读和写作能力，扩展、深化学生对本学科关键技术的认识，培养具
备国际竞争力的技术人才为目的；本着先进、实用的选材原则和简明、系统的组织原则，充分吸
收当前最新技术成果和外语教学成果，为电子信息工程专业学生提供一个提高英语水平和专
业素养的平台。

　　为了保证本书的先进性和实用性，所有文章均出自国外最近几年电子信息各个领域的最
新教材、专著及国际著名公司网站提供的技术应用文章（详见参考文献）。在具体内容的遴选
上，尽量保证学生利用既有专业知识理解课文内容，并使学生通过学习加深和扩展相关专业知
识。

　　全书由１０个主题单元组成，涵盖电子信息领域的主要技术分支。这１０个主题单元分别
是：电子器件、电子电路、电子系统组件、电子系统、现代数字设计、数字信号处理、语音和音频、
图像和视频、嵌入式应用、电子仪器与测量。每个主题单元由３篇课文，３篇阅读材料，课文词
汇，课文注释和练习组成。其中，课文侧重展示本主题领域核心或关键的技术，选取了那些能
够扩展、深化学生对本学科认识的内容；而阅读材料着力介绍该主题中的实用技术、重大科技
成果、前沿领域及未来前景等；课文注释旨在解决课文中英语语言难点和专业知识难点。练习
则利用与单元主题相关的材料，以完型填空、英汉互译的形式培养学生使用英语的能力。为了
方便教学，书后还附有课文参考译文、练习参考答案、缩略语表和参考文献。

　　由于水平所限，书中难免有纰漏和欠妥之处，请各位读者不吝赐教。可通过电子邮件将您
发现的问题或者对本书的建议发送给ｒｅｎｍａｃｒｏ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ。
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ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ［狋狉狀



狕犻狊狋］ｎ．［电子］晶体管

ｄｅｖｉｃｅ［犱犻



狏犪犻狊］ｎ．器件，装置，设计，策略，发明物

ｃｏｎｄｕｃｔ［



犽狀犱犽狋，犱犽狋］ｖ．引导，管理，传导；ｎ．行为，操行

ｓｏｌｉｄｓｔａｔｅ　ｎ．固态（电路）

ｉｎｍｏｔｉｏｎ　在开动中，在运转中，处于活跃状态

ｄｉｓｃｒｅｔｅ［犱犻狊



犽狉犻狋］ａｄｊ．不连续的，离散的

ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ［



犻狀狋犻狉犲犻狋犻犱］ａｄｊ．综合的，完整的

ｉｎｓｕｌａｔｅ［



犻狀狊犼狌犾犲犻狋］ｖｔ．使绝缘，隔离

ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ［



狊犲犿犻犽狀



犱犽狋］ｎ．［物］半导体

ｓｉｌｉｃｏｎ［



狊犻犾犻犽狀］ｎ．［化］硅，硅元素

ｍａｎｉｐｕｌａｔｅ［犿



狀犻狆犼狌犾犲犻狋］ｖｔ．操作，使用，操纵，处理

ｉｍｐｌｅｍｅｎｔ［



犻犿狆犾犻犿狀狋］ｖｔ．实现；ｎ．工具，器具

ｍｉｎｉａｔｕｒｉｚａｔｉｏｎ［犿犻狀犻狋狉犪犻



狕犲狀］ｎ．小型化

ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ［犽狀



狊犿狆狀］ｎ．消费，消耗

ｍａｎａｇｅａｂｌｅ［



犿狀犻犱犫犾］ａｄｊ．易处理的，易管理的，便于管理的

４



ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ［犽犿



狆狌狀狀狋］ｎ．成分，组件；ａｄｊ．组成的，构成的

ｌａｒｇｅｓｃａｌｅｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ　大规模集成（电路）

ｖｅｒｙｌａｒｇｅｓｃａｌｅｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ　超大规模集成（电路）

ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅ［犻狀



犽狆狉犲犻狋］ｖｔ．合并，使组成公司；ａｄｊ．合并的，一体化的

ｄｅｓｃｅｎｄａｎｔ［犱犻



狊犲狀犱（）狀狋］ｎ．子孙，后裔，后代

Ｎｏｔｅｓ

１ＢｅｌｌＬａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ贝尔实验室。ＡＴ＆ＴＢｅｌｌＬａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．，ｂｙｎａｍｅＢｅｌｌ
Ｌａｂｓ，ｔｈｅｌｏｎｇｔｉｍｅｒｅｓｅａｒｃｈａｎｄｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｒｍｏｆｔｈｅＡｍｅｒｉｃａｎＴｅｌｅｐｈｏｎｅ
ａｎｄＴｅｌｅｇｒａｐｈＣｏｍｐａｎｙ（ＡＴ＆Ｔ）．ＩｔｎｏｗｓｅｒｖｅｓｔｈｅｓａｍｅｆｕｎｃｔｉｏｎｉｎＬｕｃｅｎｔ
ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓＩｎｃ．，ｗｈｉｃｈｗａｓｓｐｕｎｏｆｆｆｒｏｍＡＴ＆Ｔｉｎ１９９６．Ｈｅａｄｑｕａｒｔｅｒｓｆｏｒ
ｔｈｅｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓａｒｅｉｎＭｕｒｒａｙＨｉｌｌ，Ｎ．Ｊ．

２．Ｔｈｅｖａｃｕｕｍｔｕｂｅｉｓａｎｅｌｅｃｔｒｏｎｔｕｂｅｆｒｏｍｗｈｉｃｈａｌｌｏｒｍｏｓｔｏｆｔｈｅｇａｓｈａｓｂｅｅｎ
ｒｅｍｏｖｅｄ，ｐｅｒｍｉｔｔｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｓｔｏｍｏｖｅｗｉｔｈｎｏｏｒｌｏｗｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎｗｉｔｈａｎｙ
ｒｅｍａｉｎｉｎｇｇａｓｍｏｌｅｃｕｌｅｓ．（真空管是一种内部气体全部或部分抽空的电子管，从
而使电子在不受或少受气体分子的干扰下运动。）

３．此句可译为：晶体管（的发明）启动了现代计算机工业的蓬勃发展进程。本句采用

ｗｈａｔ引导的从句做表语，是一种对主语“ｔｈｅｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ”进行强调的表达方式。其
意思相当于：Ｔｈｅｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓｔａｒｔｅｄｔｈｅｅｖｏｌｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅ ｍｏｄｅｒｎｃｏｍｐｕｔｅｒ
ｉｎｄｕｓｔｒｙｉｎｍｏｔｉｏｎ．在本句中，“ｓｔａｒｔ”为及物动词。“ｓｔａｒｔ”为及物动词时，通常有
如下涵义：开始（ｔｏｃｏｍｍｅｎｃｅ；ｂｅｇｉｎ），启动（ｔｏｓｅｔｉｎｔｏｍｏｔｉｏｎ，ｏｐｅｒａｔｉｏｎ，ｏｒ
ａｃｔｉｖｉｔｙ），引进；创办（ｔｏｉｎｔｒｏｄｕｃｅ；ｏｒｉｇｉｎａｔｅ），创立；建立（ｔｏｆｏｕｎｄ；ｅｓｔａｂｌｉｓｈ）。

４．此句可译为：集成电路的发明为现代处理器的诞生创造了条件；集成电路是单片
材料制造的一组内部互联的（无额外连线）晶体管。本句采用ｗｈａｔ引导的从句做
主语，是对表语“ｔｈｅｉｎｖｅｎｔｉｏｎｏｆｔｈｅｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔ”的强调。

５．ＴｅｘａｓＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ德州仪器公司。ＴｅｘａｓＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓＩｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ（ＴＩ）ｉｓａｎ
Ａｍｅｒｉｃａｎ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｏｆｃａｌｃｕｌａｔｏｒｓ，ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ，ａｎｄ ｄｉｇｉｔａｌｓｉｇｎａｌ
ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓｗｉｔｈｉｔｓｈｅａｄｑｕａｒｔｅｒｓｉｎＤａｌｌａｓ，Ｔｅｘａｓ．

６．Ｍｉｎｉａｔｕｒｉｚａｔｉｏｎ ｍｅａｎｓｔｈｅｒｅｄｕｃｔｉｏｎｉｎｓｉｚｅｏｆｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓａｎｄｃｉｒｃｕｉｔｓｆｏｒ
ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ ｐａｃｋａｇｅ ｄｅｎｓｉｔｙ ａｎｄ ｒｅｄｕｃｉｎｇ ｐｏｗｅｒ ｄｉｓｓｉｐａｔｉｏｎ ａｎｄ ｓｉｇｎａｌ
ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎｄｅｌａｙｓ．（小型化是指减少元件和电路的几何尺寸，从而增加封装密
度、降低功耗、减少信号传播延迟。）

７．Ｉｎｔｅｌ英特尔公司。ＩｎｔｅｌＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｉｓａｎＡｍｅｒｉｃａｎｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｏｆｓｅｍｉｃｏｎ
ｄｕｃｔｏｒｃｏｍｐｕｔｅｒｃｉｒｃｕｉｔｓ．Ｂｅｓｉｄｅｓｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ，ｔｈｅｃｏｍｐａｎｙｍａｋｅｓｍｉｃｒｏ

５需要全本请访问 www.ertongbook.com
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ＳＲＡＭ （ＳｔａｔｉｃＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ）　ＡｎＳＲＡＭｉｓａｎａｒｒａｙｏｆａｄｄｒｅｓｓａｂｌｅｆｌｉｐ
ｆｌｏｐｓ．Ｔｈｅａｒｒａｙｃａｎｂｅｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄａｓｓｕｃｈｔｈａｔｔｈｅｄａｔａｃｏｍｅｓｏｕｔｉｎｓｉｎｇｌｅｂｉｔ，４ｂｉｔ，

８ｂｉｔ，ａｎｄｅｔｃ．ｆｏｒｍａｔ．ＳＲＡＭｉｓｓｉｍｐｌｅ，ｆａｓｔａｎｄｖｏｌａｔｉｌｅｊｕｓｔｌｉｋｅｔｈｅｆｌｉｐｆｌｏｐ，ｉｔｓｂａｓｉｃ
ｍｅｍｏｒｙｃｅｌｌ．ＳＲＡＭｃａｎｂｅｆｏｕｎｄｏｎｍｉｃｒｏｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒｂｏａｒｄｓ（ｅｉｔｈｅｒｏｎｏｒｏｆｆｔｈｅＣＰＵ
ｃｈｉｐ），ｗｈｅｒｅｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｍｅｍｏｒｙｒｅｑｕｉｒｅｄｉｓｓｍａｌｌａｎｄｉｔｗｉｌｌｎｏｔｐａｙｏｆｆｔｏｂｕｉｌｄｔｈｅ
ｅｘｔｒａｉｎｔｅｒｆａｃｅｃｉｒｃｕｉｔｒｙｆｏｒＤＲＡＭｓ．Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎ，ＳＲＡＭｉｓｏｆｔｅｎｕｓｅｄａｓｃａｃｈｅ［２］

ｂｅｃａｕｓｅｏｆｉｔｓｈｉｇｈｓｐｅｅｄ．
ＳＲＡＭｃｏｍｅｓｉｎｍａｎｙｓｐｅｅｄｃｌａｓｓｅｓ，ｒａｎｇｉｎｇｆｒｏｍｓｅｖｅｒａｌｎｓｆｏｒｃａｃｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ

ｔｏ２００ｎｓｆｏｒｌｏｗｐｏｗｅｒａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ．ＳＲＡＭｅｘｉｓｔｓｉｎｂｏｔｈｂｉｐｏｌａｒａｎｄＭＯＳｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．
ＣＭＯＳ［３］ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｂｏａｓｔｓｔｈｅｈｉｇｈｅｓｔｄｅｎｓｉｔｙａｎｄｔｈｅｌｏｗｅｓｔｐｏｗｅｒｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ．Ｆａｓｔ
ｃａｃｈｅｍｅｍｏｒｙｃａｎｂｅｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄｉｎＢｉＣＭＯＳｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ａｈｙｂｒｉｄｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｔｈａｔｕｓｅｓ
ｂｉｐｏｌａｒｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓｆｏｒｅｘｔｒａｄｒｉｖｅ．ＴｈｅｆａｓｔｅｓｔＳＲＡＭ ｍｅｍｏｒｉｅｓａｒｅａｖａｉｌａｂｌｅｉｎＥＣＬ
（ＥｍｉｔｔｅｒＣｏｕｐｌｅｄＬｏｇｉｃ）ｂｉｐｏｌａｒｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｈｉｇｈｐｏｗｅｒｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ，

ｔｈｅｍｅｍｏｒｙｓｉｚｅｉｓｌｉｍｉｔｅｄｉｎｔｈｉｓｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．
ＡｓｐｅｃｉａｌｃａｓｅｏｆＳＲＡＭ ｍｅｍｏｒｙｉｓＣｏｎｔｅｎｔＡｄｄｒｅｓｓａｂｌｅＭｅｍｏｒｙ（ＣＡＭ）［４］．Ｉｎ

ｔｈｉｓｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ｔｈｅｍｅｍｏｒｙｃｏｎｓｉｓｔｓｏｆａｎａｒｒａｙｏｆｆｌｉｐｆｌｏｐｓ，ｉｎｗｈｉｃｈｅａｃｈｒｏｗｉｓ
ｃｏｎｎｅｃｔｅｄｔｏａｄａｔａｃｏｍｐａｒａｔｏｒ．Ｔｈｅｍｅｍｏｒｙｉｓａｄｄｒｅｓｓｅｄｂｙｐｒｅｓｅｎｔｉｎｇｄａｔａｔｏｉｔ（ｎｏｔ
ａｎａｄｄｒｅｓｓ！）．Ａｌｌｃｏｍｐａｒａｔｏｒｓｗｉｌｌｔｈｅｎｃｈｅｃｋｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｌｙｉｆｔｈｅｉｒｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ
ＲＡＭｒｅｇｉｓｔｅｒｈｏｌｄｓｔｈｅｓａｍｅｄａｔａ．ＴｈｅＣＡＭｗｉｌｌｒｅｓｐｏｎｄｗｉｔｈｔｈｅａｄｄｒｅｓｓｏｆｔｈｅｒｏｗ
（ｒｅｇｉｓｔｅｒ）ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｔｏｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌｄａｔａ．Ｔｈｅｍａｉｎａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｆｏｒｔｈｉｓｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｉｓ
ｆａｓｔｌｏｏｋｕｐｔａｂｌｅｓ．Ｔｈｅｓｅａｒｅｏｆｔｅｎｕｓｅｄｉｎｎｅｔｗｏｒｋｒｏｕｔｅｒｓ．

ＤＲＡＭ （ＤｙｎａｍｉｃＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ）　Ｔｈｅｗｏｒｄ“ｄｙｎａｍｉｃ”ｉｎｄｉｃａｔｅｓｔｈａｔｔｈｅ
ｄａｔａｉｓｎｏｔｈｅｌｄｉｎａｆｌｉｐｆｌｏｐｂｕｔｒａｔｈｅｒｉｎａｓｔｏｒａｇｅｃｅｌｌ．Ｔｈｅｄａｔａｉｎａｓｔｏｒａｇｅｃｅｌｌｍｕｓｔ
ｂｅｒｅｆｒｅｓｈｅｄ（ｒｅａｄｏｕｔａｎｄｒｅｗｒｉｔｔｅｎ）ｒｅｇｕｌａｒｌｙｂｅｃａｕｓｅｏｆｌｅａｋａｇｅ．Ｔｈｅｒｅｆｒｅｓｈｔｉｍｅ
ｉｎｔｅｒｖａｌｉｓｕｓｕａｌｌｙ４ｔｏ６４ｍｓ．Ｔｈｅｓｔｏｒａｇｅｃｅｌｌｏｎｌｙｒｅｑｕｉｒｅｓｏｎｅｃａｐａｃｉｔｏｒａｎｄｏｎｅ
ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ，ｗｈｅｒｅａｓ［５］ａｆｌｉｐｆｌｏｐｃｏｎｎｅｃｔｅｄｉｎａｎａｒｒａｙｒｅｑｕｉｒｅｓ６ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ．Ｉｎｔｒｅｎｃｈ
ｃａｐａｃｉｔｏｒｍｅｍｏｒｙｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ｗｈｉｃｈｉｓｕｓｅｄｉｎａｌｌｍｏｄｅｒｎＤＲＡＭｓ，ｔｈｅｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｉｓ
ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄａｂｏｖｅｔｈｅｃａｐａｃｉｔｏｒｓｏｔｈａｔｔｈｅｓｐａｃｅｏｎｃｈｉｐｉｓｕｌｔｉｍａｔｅｌｙｍｉｎｉｍｉｚｅｄ．Ｆｏｒ
ｔｈｉｓｒｅａｓｏｎ，ＤＲＡＭｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｈａｓａｌｏｗｅｒｃｏｓｔｐｅｒｂｉｔｔｈａｎＳＲＡＭｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．Ｔｈｅ
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ｄｉｓａｄｖａｎｔａｇｅｏｆｔｈｅｅｘｔｒａｃｉｒｃｕｉｔｒｙｒｅｑｕｉｒｅｄｆｏｒｒｅｆｒｅｓｈｉｎｇｉｓｅａｓｉｌｙｏｆｆｓｅｔｂｙｔｈｅｌｏｗｅｒ
ｐｒｉｃｅｐｅｒｂｉｔｗｈｅｎｕｓｉｎｇｌａｒｇｅｍｅｍｏｒｙｓｉｚｅｓ．
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ｔｈｅｒｏｗｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｄｙｎａｍｉｃｎａｔｕｒｅ．
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ｃａｌｌｅｄｍａｓｋＲＯＭｓ．

ＴｈｅａｄｖａｎｔａｇｅｏｆＲＯＭｉｓｔｈａｔｉｔｃａｎｂｅｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｄａｔｔｈｅｌｏｗｅｓｔｐｒｉｃｅｉｎｈｉｇｈ
ｖｏｌｕｍｅｓ．Ａｎｏｔｈｅｒａｄｖａｎｔａｇｅｉｎｓｏｍｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓｉｓｔｈａｔｉｔｉｓｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏａｌｔｅｒｔｈｅｄａｔａ
ｏｎｃｅｔｈｅｃｈｉｐｓａｒｅｍａｄｅ，ａｎｄｔｈａｔｎｏｆｕｒｔｈｅｒｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇａｒｅｒｅｑｕｉｒｅｄ．Ｏｎ
ｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ｉｆｔｈｅｄａｔａｏｒｃｏｄｅｍｕｓｔｂｅｃｈａｎｇｅｄｔｈｉｓｃａｎｂｅａｓｍａｌｌｄｉｓａｓｔｅｒ．Ｔｈｅ
ｒｅｓｔｏｆｔｈｅｃｈｉｐｓｗｉｌｌｅｎｄｉｎｔｈｅｄｕｓｔｂｉｎａｎｄｎｅｗｃｈｉｐｓｗｉｌｌｈａｖｅｔｏｂｅｍａｄｅ．

ＥＥＰＲＯＭ （ＥｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙＥｒａｓａｂｌｅＰｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅＲＯＭ）　Ｔｈｉｓｍｅａｎｓｔｈａｔｔｈｅｃｈｉｐ
ｃａｎｂｅｐｒｏｇｒａｍｍｅｄｌｉｋｅａｎＥＰＲＯＭ，ｂｕｔｃａｎｂｅｅｒａｓｅｄｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ．Ａｓａｒｅｓｕｌｔ，ｎｏＵＶ
ｓｏｕｒｃｅｉｓｒｅｑｕｉｒｅｄ．ＥＥＰＲＯＭｓｃａｎｂｅｅｒａｓｅｄｏｎａｂｙｔｅｂｙｂｙｔｅｂａｓｉｓ．

ＷｏｒｄｓａｎｄＥｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ

ｍｅｍｏｒｙ［



犿犲犿狉犻］ｎ．记忆，记忆力，回忆，存储（器），内存

ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ［犿犻



犽狀犻犽犾］ａｄｊ．机械的，机械制的，呆板的

ｍａｇｎｅｔｉｃ［犿



狀犲狋犻犽］ａｄｊ．磁的，有磁性的，有吸引力的

ｏｐｔｉｃａｌ［



狆狋犻犽犾］ａｄｊ．眼的，视力的，光学的

ｆｌｏｐｐｙｄｉｓｋ　ｎ．软盘

ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃ［犳犲狉狌犻



犾犲犽狋狉犻犽］ｎ．［电］铁电物质；ａｄｊ．铁电的

ｍａｃｒｏｆｕｎｃｔｉｏｎ　宏功能

ｆｏｒｍａｔ［



犳犿狋，犿狋］ｎ．版式，格式；

ｖｔ．安排……的格局（或规格），［计］格式化（磁盘）

８



ｆｌｉｐｆｌｏｐ　双稳态多谐振荡器；触发电路，触发器（如：ＪＫｆｌｉｐｆｌｏｐＪＫ触发器）

ｖｏｌａｔｉｌｅ［



狏犾狋犪犻犾］ａｄｊ．易失；易变；挥发

ｒｅｇｉｓｔｅｒ［



狉犲犱犻狊狋］ｎ．记录，登记，注册，寄存器；ｖ．记录，登记，注册，挂号

ａｄｄｒｅｓｓｐｏｉｎｔｅｒ　地址指针（ａｗｏｒｄｔｈａｔｇｉｖｅｓｔｈｅａｄｄｒｅｓｓｏｆａｃｏｒｅｓｔｏｒａｇｅｌｏｃａｔｉｏｎ）

ａｒｒａｙ［



狉犲犻］ｎ．排列，编队

ｉｎｐａｒａｌｌｅｌ　并行的［地］，平行的 ［地］

ｓｔａｔｉｃ［



狊狋狋犻犽］ａｄｊ．静态的，静力的

ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ［犽狀



犳犻］ｖｉ．配置，设定`；ｖｔ．使成形，使具一定形式

ｐａｙｏｆｆ　带来利益（ｔｏｅｆｆｅｃｔｐｒｏｆｉｔ）；偿清（债务）

ｉｎｔｅｒｆａｃｅｃｉｒｃｕｉｔｒｙ　接口电路

ｃａｃｈｅ［犽］ｎ．高速缓冲存储器，隐藏处所，储藏物；ｖｔ．隐藏，窖藏

ｎｓ　ａｂｂｒ．　Ｎａｎｏｓｅｃｏｎｄ　纳秒，毫微秒（等于１秒的１０亿分之一）

ｂｉｐｏｌａｒ［犫犪犻



狆狌犾］ａｄｊ．有两极的，双极的

ＭＯＳ　ａｂｂｒ．金属氧化物半导体（ＭｅｔａｌＯｘｉｄｅＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）

ＣＭＯＳ　ａｂｂｒ．互补金属氧化物半导体（ＣｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙＭｅｔａｌＯｘｉｄｅＳｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）

ｂｏａｓｔ［犫狌狊狋］ｖ．以有……而自豪，拥有（让人满意的特点）ｎ．值得夸耀的事物

ｈｙｂｒｉｄ［



犺犪犻犫狉犻犱］ａｄｊ．混合的；ｎ．混合电路，混血儿，混合物

ｄｒｉｖｅ　ｎ．驱动，动力，干劲，驱动器

ＥｍｉｔｔｅｒＣｏｕｐｌｅｄＬｏｇｉｃ　射极耦合逻辑（电路）

ｃｏｍｐａｒａｔｏｒ［



犽犿狆狉犲犻狋］ｎ．比较器

ｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｌｙ［狊犻犿犾



狋犲犻狀犻狊犾狔］ａｄｖ．同时地

ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ［犽狉犻狊



狆狀犱犻］ａｄｊ．相应的，通讯的

ｄｙｎａｍｉｃ［犱犪犻



狀犿犻犽］ａｄｊ．动力的，动力学的，动态的

ｌｅａｋａｇｅ［



犾犻犽犻犱］ｎ．漏，泄漏，渗漏

ｒｅｆｒｅｓｈ［狉犻



犳狉犲］ｖ．刷新，更新，再生；（使）精神振作，（使）精力恢复

ｃａｐａｃｉｔｏｒ［犽



狆狊犻狋］ｎ．（＝ｃａｐａｃｉｔａｔｏｒ）电容器

ｗｈｅｒｅａｓ［（犺）狑狉



狕］ｃｏｎｊ．然而，反之，鉴于，尽管，但是

ｔｒｅｎｃｈｃａｐａｃｉｔｏｒ　沟道式电容器

ｏｆｆｓｅｔ［



犳狊犲狋］ｖ．弥补，抵销；ｎ．偏移量，抵销，弥补，分支

ａｐｐｒｏａｃｈ［



狆狉狌狋］ｎ．方法，步骤，途径，通路；ｖｔ．接近，动手处理

ｍａｓｋ［犿狊犽］ｎ．掩模；掩码；屏蔽

ａｌｕｍｉｎｉｕｍ［犾犼狌



犿犻狀犼犿］ｎ．［化］铝

ｐａｔｔｅｒｎ［



狆狋狀］ｎ．模式，图案

ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｉｃ［犾犻



狉犳犻犽］ａｄｊ．平版印刷的，平版的

ａｌｔｅｒ［



犾狋］ｖ．改变

９



ｅｒａｓａｂｌｅ［犻



狉犲犻狕犫犾］ａｄｊ．可擦除的，可抹去的

ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ［



狆狉狌狉犿犫犾］ａｄｊ．可编程的

ｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔ（ＵＶ）［



犾狋狉



狏犪犻犾犻狋］ｎ．紫外线；ａｄｊ．紫外的

Ｎｏｔｅｓ

１Ｆｅｒｒｏｅｌｅｃｔｒｉｃｉｓｐｅｒｔａｉｎｉｎｇｔｏａｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｅｘｈｉｂｉｔｅｄｂｙｃｅｒｔａｉｎｍａｔｅｒｉａｌｓｉｎ
ｗｈｉｃｈｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌｉｓｐｏｌａｒｉｚｅｄｉｎｏｎｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎｏｒｔｈｅｏｔｈｅｒ，ｏｒｒｅｖｅｒｓｅｄｉｎ
ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｂｙｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆａｐｏｓｉｔｉｖｅｏｒｎｅｇａｔｉｖｅｅｌｅｃｔｒｉｃｆｉｅｌｄｏｆｍａｇｎｉｔｕｄｅ
ｇｒｅａｔｅｒｔｈａｎａｃｅｒｔａｉｎａｍｏｕｎｔ．Ｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌｒｅｔａｉｎｓｔｈｅｅｌｅｃｔｒｉｃｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ
ｕｎｌｅｓｓｉｔｉｓｄｉｓｔｕｒｂｅｄ．（某些材料表现出的一种现象。当在这种材料上施加超过
特定强度的电场时，该材料就在一个方向上极化或改变原极化的方向。只要不受
干扰，这种材料就一直保持其极化状态。）

２ Ｔｈｅｃａｃｈｅｉｓａｔｅｍｐｏｒａｒｙｓｔｏｒａｇｅａｒｅａｆｏｒｆｒｅｑｕｅｎｔｌｙａｃｃｅｓｓｅｄｏｒｒｅｃｅｎｔｌｙ
ａｃｃｅｓｓｅｄｄａｔａ．Ｈａｖｉｎｇｃｅｒｔａｉｎｄａｔａｓｔｏｒｅｄｉｎａｃａｃｈｅｓｐｅｅｄｓｕｐｔｈｅｏｐｅｒａｔｉｏｎｏｆ
ｔｈｅｃｏｍｐｕｔｅｒ．Ｔｈｅｒｅａｒｅｔｗｏｋｉｎｄｓｏｆｃａｃｈｅ：ｉｎｔｅｒｎａｌ（ｏｒｍｅｍｏｒｙｃａｃｈｅ）ａｎｄ
ｅｘｔｅｒｎａｌ（ｏｒｄｉｓｋｃａｃｈｅ）．Ｉｎｔｅｒｎａｌｃａｃｈｅｉｓｂｕｉｌｔｉｎｔｏｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｒ，ａｎｄｅｘｔｅｒｎａｌ
ｃａｃｈｅｉｓｏｎｔｈｅｍｏｔｈｅｒｂｏａｒｄ．Ｗｈｅｎａｎｉｔｅｍｉｓｃａｌｌｅｄｆｏｒ，ｔｈｅｃｏｍｐｕｔｅｒｆｉｒｓｔ
ｃｈｅｃｋｓｔｈｅｉｎｔｅｒｎａｌｃａｃｈｅ，ｔｈｅｎｔｈｅｅｘｔｅｒｎａｌｃａｃｈｅ，ａｎｄｆｉｎａｌｌｙｔｈｅｓｌｏｗｅｒｍａｉｎ
ｓｔｏｒａｇｅ．

３ＣＭＯＳ是一类集成电路的总称。这种集成电路的输出结构由一个ｎ型 ＭＯＳＦＥＦ
（金属氧化物半导体场效应晶体管）和一个ｐ型ＭＯＳＦＥＴ串联而成。因为ｎ型和

ｐ型 ＭＯＳＦＥＴ是相互补偿的，所以也常常使用“互补”一词来说明这种集成电路。

４ＣｏｎｔｅｎｔＡｄｄｒｅｓｓａｂｌｅＭｅｍｏｒｙｉｓａｌｓｏｋｎｏｗｎａｓ“ａｓｓｏｃｉａｔｉｖｅｓｔｏｒａｇｅ”．Ｉｔｉｓａ
ｍｅｍｏｒｙｃｈｉｐｉｎｗｈｉｃｈｅａｃｈｂｉｔｐｏｓｉｔｉｏｎｃａｎｂｅｃｏｍｐａｒｅｄ．ＩｎｒｅｇｕｌａｒＤＲＡＭａｎｄ
ＳＲＡＭｃｈｉｐｓ，ｔｈｅｃｏｎｔｅｎｔｓａｒｅａｄｄｒｅｓｓｅｄｂｙｂｉｔｌｏｃａｔｉｏｎａｎｄｔｈｅｎｔｒａｎｓｆｅｒｒｅｄｔｏ
ｔｈｅａｒｉｔｈｍｅｔｉｃｌｏｇｉｃｕｎｉｔ（ＡＬＵ）ｉｎｔｈｅＣＰＵｆｏｒｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ．ＩｎＣＡＭｃｈｉｐｓ，ｔｈｅ
ｃｏｎｔｅｎｔｉｓｃｏｍｐａｒｅｄｉｎｅａｃｈｂｉｔｃｅｌｌ，ａｌｌｏｗｉｎｇｆｏｒｖｅｒｙｆａｓｔｔａｂｌｅｌｏｏｋｕｐｓ．Ｓｉｎｃｅ
ｔｈｅｅｎｔｉｒｅｃｈｉｐｉｓｃｏｍｐａｒｅｄ，ｔｈｅｄａｔａｃｏｎｔｅｎｔｃａｎｏｆｔｅｎｂｅｒａｎｄｏｍｌｙｓｔｏｒｅｄ
ｗｉｔｈｏｕｔｒｅｇａｒｄｔｏａｎａｄｄｒｅｓｓｉｎｇｓｃｈｅｍｅｗｈｉｃｈｗｏｕｌｄｏｔｈｅｒｗｉｓｅｂｅｒｅｑｕｉｒｅｄ．
Ｈｏｗｅｖｅｒ，ＣＡＭｃｈｉｐｓａｒｅｃｏｎｓｉｄｅｒａｂｌｙｓｍａｌｌｅｒｉｎｓｔｏｒａｇｅｃａｐａｃｉｔｙｔｈａｎｒｅｇｕｌａｒ
ｍｅｍｏｒｙｃｈｉｐｓ．

５ Ｗｈｅｒｅａｓ是一个非常正式的词。作为连词，Ｗｈｅｒｅａｓ通常有如下用法：但是
（Ｗｈｉｌｅｏｎｔｈｅｃｏｎｔｒａｒｙ），同时（Ｗｈｉｌｅａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ），鉴于（Ｉｔｂｅｉｎｇｔｈｅｆａｃｔ
ｔｈａｔ；ｉｎａｓｍｕｃｈａｓ）。本句中表示转折。
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６ 掩模用于芯片制造过程中。当用紫外线照射时，掩模就会在微处理器的每一层形
成不同的电路图案。Ｍａｓｋｓａｒｅｕｓｅｄｉｎｔｈｅｃｈｉｐｍａｋｉｎｇｐｒｏｃｅｓｓ．Ｗｈｅｎｕｓｅｄ
ｗｉｔｈｔｈｅＵＶｌｉｇｈｔ，ｍａｓｋｓｃｒｅａｔｅｔｈｅｖａｒｉｏｕｓｃｉｒｃｕｉｔｐａｔｔｅｒｎｓｏｎｅａｃｈｌａｙｅｒｏｆｔｈｅ
ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒ．

Ｌｅｓｓｏｎ３　Ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ

Ａｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒｉｓａｃｏｍｐｌｅｔｅｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎｅｎｇｉｎｅｔｈａｔｉｓｆａｂｒｉｃａｔｅｄｏｎａｓｉｎｇｌｅ
ｃｈｉｐ．ＴｈｅｆｉｒｓｔｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒｗａｓｔｈｅＩｎｔｅｌ４００４，ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｉｎ１９７１．Ｔｈｅ４００４ｗａｓ
ｎｏｔｖｅｒｙｐｏｗｅｒｆｕｌａｌｌｉｔｃｏｕｌｄｄｏｗａｓａｄｄａｎｄｓｕｂｔｒａｃｔ，ａｎｄｉｔｃｏｕｌｄｏｎｌｙｄｏｔｈａｔ４ｂｉｔｓ
ａｔａｔｉｍｅ．Ｂｕｔｉｔｗａｓａｍａｚｉｎｇｔｈａｔｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇｗａｓｏｎｏｎｅｃｈｉｐ．Ｐｒｉｏｒｔｏｔｈｅ４００４，

ｅｎｇｉｎｅｅｒｓｂｕｉｌｔｃｏｍｐｕｔｅｒｓｅｉｔｈｅｒｆｒｏｍｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓｏｆｃｈｉｐｓｏｒｆｒｏｍｄｉｓｃｒｅｔｅｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ．
Ｔｈｅ４００４ｐｏｗｅｒｅｄｏｎｅｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔｐｏｒｔａｂｌｅｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｃａｌｃｕｌａｔｏｒｓ．

ＴｈｅｆｉｒｓｔｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒｔｏｍａｋｅｉｔｉｎｔｏａｈｏｍｅｃｏｍｐｕｔｅｒｗａｓｔｈｅＩｎｔｅｌ８０８０，ａ
ｃｏｍｐｌｅｔｅ８ｂｉｔｃｏｍｐｕｔｅｒｏｎｏｎｅｃｈｉｐ，ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｉｎ１９７４．Ｔｈｅｆｉｒｓｔｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒｔｏ
ｍａｋｅａｒｅａｌｓｐｌａｓｈｉｎｔｈｅｍａｒｋｅｔｗａｓｔｈｅＩｎｔｅｌ８０８８，ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｉｎ１９７９ａｎｄｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ
ｉｎｔｏｔｈｅＩＢＭＰＣ．ＴｈｅＰＣｍａｒｋｅｔｍｏｖｅｄｆｒｏｍｔｈｅ８０８８ｔｏｔｈｅ８０２８６ｔｏｔｈｅ８０３８６ｔｏｔｈｅ
８０４８６ｔｏｔｈｅＰｅｎｔｉｕｍｔｏｔｈｅＰｅｎｔｉｕｍＩＩｔｏｔｈｅＰｅｎｔｉｕｍＩＩＩｔｏｔｈｅＰｅｎｔｉｕｍ４．Ａｌｌｏｆｔｈｅｓｅ
ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓａｒｅｍａｄｅｂｙＩｎｔｅｌａｎｄａｌｌｏｆｔｈｅｍａｒｅｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔｓｏｎｔｈｅｂａｓｉｃｄｅｓｉｇｎ
ｏｆｔｈｅ８０８８．ＴｈｅＰｅｎｔｉｕｍ４ｃａｎｅｘｅｃｕｔｅａｎｙｐｉｅｃｅｏｆｃｏｄｅｔｈａｔｒａｎｏｎｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌ８０８８，

ｂｕｔｉｔｄｏｅｓｉｔａｂｏｕｔ５，０００ｔｉｍｅｓｆａｓｔｅｒ！

Ｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｔａｂｌｅｓｈｏｗｓｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｔｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓｔｈａｔ
Ｉｎｔｅｌｈａｓｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄｏｖｅｒｔｈｅｙｅａｒｓ．

Ｔａｂｌｅ１．２

Ｎａｍｅ Ｄａｔｅ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ Ｍｉｃｒｏｎｓ［１］ Ｃｌｏｃｋｓｐｅｅｄ Ｄａｔａｗｉｄｔｈ［２］ ＭＩＰＳ［３］

８０８０ １９７４ ６，０００ ６ ２ＭＨｚ ８ｂｉｔｓ ０．６４

８０８８ １９７９ ２９，０００ ３ ５ＭＨｚ
１６ｂｉｔｓ

８ｂｉｔｂｕｓ
０．３３

８０２８６ １９８２ １３４，０００ １．５ ６ＭＨｚ １６ｂｉｔｓ １

８０３８６ １９８５ ２７５，０００ １．５ １６ＭＨｚ ３２ｂｉｔｓ ５

８０４８６ １９８９ １，２００，０００ １ ２５ＭＨｚ ３２ｂｉｔｓ ２０
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